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 高精度原边反馈 LED 恒流驱动电路 
本资料适用范围：CS6552AEO, CS6552BEO, CS6552EO, CS6552CEO, CS6552DEO 
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1 概述 
CS6552 是一款离线式小功率 AC/DC 开关电源的高精度原边反馈 LED 恒流驱动电

路，内部集成 600V 高压功率管，适应于 85Vac~265Vac 全范围输入反激式隔离 LED 恒

流驱动。通过原边控制实现恒流，无需光耦等次级反馈环路，即可实现高精度的 LED 恒

流输出，降低成本。 

CS6552 内部集成了多重保护功能来加强系统的稳定性和可靠性，包括VCC欠压保

护，LED开路/短路保护，逐周期限流以及过温保护等，所有保护均具有自动重启功能。 

其特点如下： 
● 原边控制实现恒流，无需光耦等次级反馈环路；  
● 内部集成 600V 高压功率 MOSFET 
● 宽电压 85Vac~265Vac 内实现高精度 LED 输出电流； 
● 低静态功耗  
● 电感电流断续模式；  
● 内置前沿消隐电路（LEB） 
● 输出短路/开路保护；  
● 电流采样电阻开路保护；  
● 逐周期原边电感电流限制；  
● 电源过压/欠压保护；  
● 过温保护；  
● 采用 SOP8 封装 

2 功能框图与引脚说明 
2. 1 功能框图   
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2. 2 功能描述  
CS6552 是 LED 恒流驱动芯片，集成 600V 高压功率管，采用原边反馈控制技术，无

需光耦等次级反馈环路，具有高精度的 LED 恒流输出，极大的节约了成本。 

2.2.1 启动和VCC欠压保护  
系统上电后，交流电经过全桥整流后的线电压通过启动电阻给VCC引脚上的电容充电。

当VCC上升到大于UVLO开启电压后，系统开始进入正常工作状态。  
当VCC下降到低于UVLO关断电压后系统停止工作，并进入下一个启动周期。 

2.2.2 恒流控制  
CS6552 采用特有的电流控制方式，可以通过原边精确的控制 LED 输出电流。LED 输

出电流通过以下公式计算： 
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其中： 
N 为原边绕组和次级绕组匝数比  
VREF为CS采样阈值电压（典型值为 0.48V） 
RCS为原边电感电流采样电阻 

2.2.3 系统频率  

CS6552 工作于断续模式，推荐的系统工作频率为 40kHz~48kHz，系统工作频率计算

公式为： 
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2.2.4 前沿消隐  

由于存在寄生电容，MOSFET 在导通瞬间，会产生一个脉冲电流。CS6552 内部集成

有前沿消隐功能，当 MOSFET 导通的瞬间，设计有 500ns 的前沿消隐时间，在这段时间内，

电流比较器停止工作，避免脉冲电流让电流比较器发生误翻转。 

VCS

t
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2.2.5 LED 开路保护  

当LED发生开路，VCC电压大于 14.5V，内部逻辑将对VCC电容进行放电，VCC电压会

在 14.5V左右波动，输出电压会跟随VCC电压变化，实现LED开路保护功能。此时输出电压

由以下公式得到： 
DoDa VNVVccVout -)( ×+=  

其中： 
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N 为辅助绕组和次级绕组匝数比  
VDa为辅助绕组整流二极管的正向导通电压 
VDo为次级续流二极管的正向导通电压 
在异常情况下，VCC大于VCC过压保护阈值时，芯片关断外部功率管，并且自动重启直

到异常情况解除。 

2.2.6 LED 短路保护  
当输出端短路发生时，辅助绕组无法继续给VCC供电，VCC电压会降低到低于UVLO关

断电压以下，系统会重新启动并工作在打嗝模式，直到短路被消除。  

2.2.7 过温保护  
为了避免温度过高而损坏器件，CS6552 内置过温保护功能。当温度高于 160℃，过温

保护模块将关断芯片并锁定，直到VCC降到欠压保护关断电压，系统重启。系统检测芯片

温度，当温度降到 130℃以下，系统重启后才能正常工作。 

2. 3 引脚排列图   
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2. 4 引脚说明与结构原理图  
 

引脚 符  号 功  能 属性 结 构 原 理 图 
1 GND 地 P  

2 ZCD 消磁时间检测  

 

3 VCC 电源，应用时接电容到地 P 
 

4 CS 
电流采样端。原边电感电流

经过一个电阻后转换成电压

提供给该引脚 
I/0 

 

5、6 OUT 
内置高压功率 MOSFET 的

漏端 
O 

 
7、8 NC 不连接   

 



 
                         CS6552                            ○R  

 

 

 无锡华润华晶微电子有限公司  第 4 页 共 7 页 
 

3 电特性 
3. 1 极限参数  

除非另有规定，Tamb= 25℃ 
参 数 名 称 符 号 额 定 值 单 位 
电源电压 VCC -0.3~21 V 

功率管漏端  VOUT -0.3~600 V 
低压模拟端口（CS，ZCD）  -0.3~7 V 

功耗 PDMAX 0.45 W 
热阻 θJA 145 ℃/W 

工作结温 TJ -45~150 ℃ 
储存温度 TSTG -65~150 ℃ 

ESD（注 3）  4 kV 
 

 

3. 2 电特性  
除非另有规定，Tamb= 25℃ 

符号 参数说明 条件 最小 典型 最大 单位

电源电压  
VOP VCC输入电压  6.5  16 V 
VON VCC启动电压 VCC上升 13 13.9 15 V 
VOFF VCC欠压保护阈值 VCC下降  6.4  V 
VOVP VCC过压保护阈值   16.1  V 

VCLAMP VCC箝位电压   19.1  V 
工作电流  

IST VCC启动电流 VCC=12V  23 45 μA
ISUPPLY VCC典型工作电流 开关频率 40kHz  0.7 1.5 mA

电感电流采样  
VCS_TH 电流采样检测阈值  470 480 490 mV

TLEB
电流采样前沿 

消隐时间 
  500  ns

TDELAY 关断延迟   190  ns
ZCD 反馈  

VZCD ZCD 反馈电压阈值   1  V 
VZCD_CLAMP ZCD 箝位电压 IZCD=2μA  1.6  V 

TOFF_MIN 最小关断时间   4.1  μs
内置功率管  

CS6552AEO
VCC=10V 
IOUT=0.25A

 24 30 Ω 
RON

内置高压功率管导

通电阻 
CS6552BEO

VCC=10V 
IOUT=0.4A 

 11 15 Ω 

   转下页 
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符号 参数说明 条件 最小 典型 最大 单位

CS6552EO 
VCC=10V 
IOUT=0.5A 

 9 10.5 Ω 

CS6552CEO
VCC=10V 
IOUT=0.75A

 8.5 10 Ω RON
内置高压功率管导

通电阻 

CS6552DEO
VCC=10V 
IOUT=1A 

 6 7 Ω 

过温保护  
TOTP 过温关断温度   160  ℃

TOTP_HYS 过温关断延迟   30  ℃

 

4 典型应用线路与应用说明 
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5 封装尺寸与外形图（单位：mm）  

 
 
 

标注 最小 最大 标注 最小 最大 
A 4.95 5.15 C3 0.10 0.20 

A1 0.37 0.47 C4 0.20TYP 
A2 1.27TYP D 1.05TYP 
A3 0.41TYP D1 0.50TYP 
B 5.80 6.20 R1 0.07TYP 

B1 3.80 4.00 R2 0.07TYP 
B2 5.0TYP θ1 17°TYP 
C 1.30 1.50 θ2 13°TYP 

C1 0.55 0.65 θ3 4°TYP 
C2 0.55 0.65 θ4 12°TYP 
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产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 

有毒有害物质或元素 

部件名称 铅

（Pb） 
汞（Hg） 镉（Cd）

六价铬

（Cr+6） 

多溴联苯

（PBB） 

多溴联苯醚

（PBDE） 

引线框 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

塑封树脂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

芯片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

内引线 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

装片胶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

说明 
○：表示该有毒有害物质的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。

 

 

 

 

注意 
建议您在使用华晶产品之前仔细阅读本资料。  

希望您经常和华晶有关部门进行联系，索取最新资料，因为华晶产品在不断更新和提高。  

本资料中的信息如有变化，恕不另行通知。  

本资料仅供参考，华晶不承担任何由此而引起的损失。  

华晶不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。  
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